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概    要 Ⅲ族窒化物半導体は、0.7～6.2eV の間で禁制帯幅を変化でき、高速性と高耐圧性
に優れた半導体として広く知られる。本学は、窒化物半導体を用いたデバイス研究で 15 年以上の長い
経験をもち、太陽電池や電子デバイスの研究開発の推進を通して研究拠点を構築してきた。 




までの電流駆動が可能な AlGaN/GaN HEMT の試作に成功した。高耐圧化技術では、複数の電界制御電
極（フィールドプレート）をもつ HEMT を試作し、400V 級の耐圧をもつ新規構造の開発に成功した。




















































































図１ 触媒援用 MOCVD 装置と InN 結晶 
品質の触媒温度依存性 
 





































極幅 20m、パッド電極厚 1000nm のとき、ゲー
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H23 年度 JST-ALCA が採択され（代表者：葛原）
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